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自立 GaN基板上のイオン注入縦型バイポーラトランジスタ 

Ion-implanted Vertical Bipolar Transistor on Free-Standing GaN Substrates 
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[はじめに] サファイア等の異種基板上に成長させた GaN エピタキシャル層上に形成した電子

デバイスは、欠陥密度が比較的高いため優れた電気特性が得られない事が課題となっている。今

回、欠陥密度が更に低い自立 GaN 基板上 GaN 層でバイポーラトランジスタを作製したので、そ

の結果を報告する。 

[実験] 製作したデバイスの断面構造を図 1 に示す。自立 GaN 基板上に MOCVD 法により pn 

接合を成長した。層構造は、p++-GaN (10nm)/ p-GaN (600nm)/n--GaN(20μm)/ n+-GaN (2μm)/n-GaN 

基板(400μm) である。p-GaN層に Siを 30 keV, 1x1015/cm2 ,+100 keV 3.8x1013/cm2 ,+ 180 keV 

1.4x1014/cm2の 3 段階でイオン注入し、活性化熱処理を 1100oC で 2 分間行い、エミッタ層を形

成した。エミッタ電極は Ti (30 nm)/ Al (200 nm)で形成し、合金化熱処理を 550oCで 1分間行っ

た。その後ベース電極を Pd(200 nm)/ Al (200 nm)で形成し、最後に裏面電極を Ti (30 nm)/ Al (200 

nm)で形成した。 

[結果] 図 2 はバイポーラトランジスタのエミッタ接地電流-電圧特性である。図 2 からわかるよ

うに、電流増幅動作を示し、電流増幅率 hFE = 6が得られた。今後、プロセスダメージの低減など

により、さらなる特性の改善が期待できる。 

なお、本研究は環境省「未来のあるべき社会・ライフスタイルを創造する技術イノベーション事

業」の委託をうけてなされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

図 1 デバイスの断面構造          図 2 バイポーラトランジスタの IC-VCE特性 
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